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【序論】5d系遷移金属酸化物である Ir 酸化物は、大きなスピン軌道相互作用(SOI)が物性と密
接に関わっており、3d,4d系とは異なる機構によって物性が発現することが知られている。例
えば、層状ペロブスカイト Sr2IrO4は SOIと結晶場の協奏により Jeff = 1/2 モット絶縁体となる
[1]。これまで我々は、Sr2IrO4エピタキシャル薄膜にトポタクティックなフッ素ドープを試み、
新たな酸フッ化物である Sr2IrO4-xFy 薄膜の合成に成功した[2]。このとき、抵抗率がフッ化前
後で大きく変化しないことを見出した。今回我々は、Sr2IrO4に Laをドープしてあらかじめ抵
抗率を下げた薄膜をフッ化させ、フッ素ドープに伴う電子輸送特性の変化を調べた。 
【実験手法】 La0.1Sr1.9IrO4エピタキシャル薄膜は、
ターゲットに仕込み組成 La0.1Sr1.9IrO4の多結晶粉末
体を用い、パルスレーザー堆積法により SrTiO3 (001)
基板上に堆積させた。その後、得られた前駆体薄膜
を Ar ガス中で 250℃、3時間ポリフッ化ビニリデン
(PVDF)と反応させた。薄膜の結晶構造は X 線回折
(XRD)で、膜中のフッ素の有無はエネルギー分散型
X 線分析(EDS)で確認した。電子輸送特性は物理特
性測定装置(PPMS)において前駆体は四端子、フッ化
後の薄膜は二端子で測定した。 
【結果と考察】 図 1に前駆体薄膜と PVDFとを反
応させ得られた薄膜の面直方向の XRD パターンを
示す。前駆体由来のピークが消えている一方で、新
たな 004ピークが現れた。このとき、面直方向の格
子定数は 25.7 Åから 38.0 Åへと伸長していた。ま
た、EDS測定から、膜中の酸素が減少しフッ素が導
入されていることを確認した。これらの結果は、
PVDFとの反応により酸素の一部が脱離したのと同
時に、フッ化物イオンが La0.1Sr1.9IrO4の 2つの SrO
層の間に挿入されたことを示唆している。 
図 2は Sr2IrO4, La0.1Sr1.9IrO4薄膜のフッ化前後の抵

抗率の温度依存性である。Laをドープした場合は、
ノンドープの場合と異なり、フッ化により室温にお
ける抵抗率の値が 9.1×10-3 Ω cm から 4.8 Ω cm
と大幅に上昇した。これは La ドープによりフェル
ミ準位近傍の電子状態がノンドープの場合と異な
ることを示唆している。講演では、光電子分光で測
定した La0.1Sr1.9IrO4薄膜の価電子帯スペクトルを示
し、La ドープに伴う電子状態変化を詳しく議論す
る。 
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Fig. 1. XRD patterns of the La0.1Sr1.9IrO4 

and La0.1Sr1.9IrO4-xFy thin films 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Temperature dependence of 

resistivity of the Sr2IrO4, Sr2IrO4-xFy, 
La0.1Sr1.9IrO4 and La0.1Sr1.9IrO4-xFy thin films 
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